






















































专利名称(译) 电致发光器件及其制造方法
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其他公开文献 CN1674748B

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

为了在保持和改进EL元件性能的同时减少层数，从而降低成本。在像素
电极(104，105)上形成阴极(106，107)、发光层(108)、阳极(109)和钝化
膜(110)。此后，透过钝化膜(110)和阳极(109)在发光层(108)和阳极(109)
之间的界面附近掺入卤族元素。这导致用作空穴传输层的空穴传输区
(111)的形成，从而提高了光发射效率。
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